Unipolární tranzistory

Nakreslete struktury tranzistorů v integrované podobě:

a) bipolárního tranzistoru PNP,
b) tranzistoru MOS s indukovaným N-kanálem
c) tranzistoru MOS se zabudovaným P-kanálem

a) Nakreslete strukturu tranzistoru JFET pro aktivní a saturační režim.
b) Nakreslete obecný náhradní linearizovaný (NLO) obvod pro admitanční y - parametry.
c) Jak se zjednoduší tento náhradní obvod pro tranzistor pracující v saturaci ? Proč ?

a) Nakreslete tvar kanálu tranzistoru JFET pro aktivní a saturační režim.
b) Nakreslete náhradní obvod pro tranzistor pracující v saturaci. Popište jednotlivé prvky NLO.

Vysvětlete pojmy: prahové napětí a saturační napětí     používané pro unipolární tranzistory.

Prahové napětí - určuje hranici mezi uzavřeným a otevřeným kanálem (hranice mezi saturačním a závěrným režimeme)
Saturační napětí - při dalším zvyšování napětí UCE dochází k omezení proudu kanálem. Vyhovuje rovnici
                UCES = UGE - UP
Určuje hranici mezi aktivním a saturačním režimem.

Jaké jsou pracovní režimy unipolárních tranzistorů. Vyznačte je ve výstupních charakteristikách a vymezte hranice mezi jednotlivými režimy.

Nakreslete struktury a vysvětlete princip tranzistorů JFET a MOSFET. Vysvětlete obohacovací a ochuzovací režim.

Jak se dělí unipolární tranzistory, čím jsou charakterizované jednotlivé typy. Nakreslete schematicky jejich struktury a výstupní charakteristiky.

Uveďte příklady zapojení pro nastavení pracovního bodu.

Jak se dělí unipolární tranzistory, čím jsou charakterizované jednotlivé typy. Nakreslete schematicky jejich struktury.

Nakreslete soustavu převodních a výstupních charakteristik IGFETu, vyznačte měřítka na ose napětí a hodnoty příslušného parametru. V obou soustavách vyznačte oblasti jednotlivých režimů!

Nakreslete nejjednodušší náhradní obvod unipolárního tranzistoru pro nf., vyznačte v nich směry proudů a napětí a vysvětlete podstatu jednotlivých charakteristických veličin,jejich definice a udávané jednotky.

Tranzistor NMOS má prahové napětí Up =  - 8V.  Známe pracovní bod tranzistoru (Ic = 5 mA, Uce = 5V, Uge = 4 V).V jakém režimu pracuje tranzistor a proč ?

Nakreslete převodní charakteristiky základních typů tranzistorů FET pracujících v saturačním režimu. Vyznačte do příslušných grafů možný typ činnosti (ochuzovací, obohacovací)

a) nakreslete tvar kanálu tranzistoru JFET pro aktivní a saturační režim.
b) Nakreslete náhradní malosignálový obvod pro tranzistor pracující v saturaci. Popište jednotlivé prvky  tohoto obvodu.

Nakreslete struktury a vysvětlete princip činnosti tranzistoru JFET a MOSFET. Vysvětlete ochuzovací a obohacovací režim.

